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Diese Schrift setzt die Reihe der Informations-
schriften uUber die Halbleiter-Bauelemente des
Kombinates VEB Funkwerk Erfurt und deren Anwendung
fort.
Anliegen des Heftes ist es, den etwas erfahreneren
Elektronikamateuren einen Einblick 1in die digitale
Schaltungstechnik mit unseren MOS-Schaltkreisen szu
geben,
In diesem Heft wird das gesamte Sortiment an Halb-
leiter-Anfallbauelementen des KFWE vorgestellt.
Auf die Typen

U 112 D

U 311 D

U 332 D

~_U 700 D
U-<2Q D

wird anhand von Sﬂhﬂltunésbkiagiglgn besonders einge-
gangen. e
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1¢ Ealbleitaranfall-aaualomanta des KFW
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Das Kombinat VEB Funkwerk Erfurt liefert seit 1976 Halp-
1eiteranfall-Bauelemente 32U stark herabgesetzten Preisen
(3“‘ des I.A-P)I

Das Sortiment umfaLT zur Zeit 16 Typen. Es handelt sicgh
hierbei um folgende Anfall-Bauelemente~Typen:

Siliziumdioden: Preis/EVP
SA 403 Universaldiode 0,24 M
SA 412 Schalterdiode fur VHF-Tuner 0,60 M
SA 418 Upiversaldiode filr mittlere 0,80 M
Spannung
KOS-Transistoren: Preis/EVP
SMY 50 p-Kanal-M0S-Transistor klelner Lelstung 1,40 K
SMY 51 p-Kanal-Doppel-MOS-Transistor kleiner 2490 M
Leistung
SMY 52 p-Kanal-dOS-Transistor mittlerer - 2,90 U
Leistung
M0S-Schaltkreise: Preis/EVP
U 1053 D EBT - Plip-Flop 3490 M
U105 D 6~fach MOS~Feldeffekttransistor 6,05 ¥
U106 D 2 Zingangs-KOR-Gatter (4fach) 3,90 M
U107 D 2 Zingangs-AND-Gatter (3fach) 3,90 M
b ¢ 72aDgs~AND/NAND Gatter
ﬁ :? D J= -Fiip~Flop (2fach) 11,60 M
2D Frequenzteiler mit sieben 1:2 Teiler-
etufen
U1 p |
?1_ t :‘-‘_"b_it«-itl.tiaﬂhos Schieberegister 5,65 M

2. Kennwerte

2:1+. Allgemeine Kennwerte

Die allgemeinen Kennwerte beziehen sich sowohl auf Dioden
und Transistoren als auch auf Schaltkreise.

Die Bauelemente sind elektrisch voll funktionsfdhig., Der
Betriebstemperaturbereich betrdgt O bis + 40 °C. Abwei-
chungzen am Gehduse und an den Anschlissen der Anfall-
Bauelemente, die die FunktionsfiZhigkeit der Bauelemente
nicht beeinflussen, sind zuldssig (z.B. Kratzer am GehZuse,
Verzinnungsfehler an den Anschliissen u.,a.,). Die Anfall-
Bauelemente sind durch den normalenm Typstempel und zusidtz-
lich eine strichfirmige Einkerbung in der Kennungsecke
(Integrierte Schaltkreise und Transistoren) bzw, an der
Cherfliche des Gehduses (Dioden) gekennzeichnet., Obwohl
die Einginge der p-Kanal-MOS-Bauelemente mit integrierten
Schutzdioden versehen sind, kdnonen hohe elektrostatische
\ufladungen die BE zerstiren., Danher sind die Behandlungs-—
vorschriften filr MOS-BE unbedingt zu beachten. (s.Pkt. 3)

2.2, Elektrische Kennwerte:

2.2+1. Dloden S5 40 X s
Durchlafgleichstrom IF . 250 mA 80 mA 100 mA
Sperrgleichspannung UR e 25V 20 ¥V 80 V
Sperrstrom Iy < 800 nA <1 pA
diff.Durchlafwiderst. Iy - <2 Q ) -
Farbpunkt der Katode rot geld grik




2.2.2. MOS-Transis®ores SMY 50  SMY 51 SMY 52 7+ Jiandlungevorsohriften fur p-Kanal-MOS-Bauslemente

= e ——— T EEEESCSCooEaoTEoESmoEEE
/’:m‘_—_zo mA 60 mA Um hohe elektrostatische Aufladungen an den Elngdngen der
Drain-Strom s . o MOS-Bauelemente zu vermeiden, die zu einer Zerstbrung der
o B Uyg max - cosssece ’ Baealamante flhren kénnen, sind nachfolgende Hinweise un-

bedingt zu beachten:

Spannung .. max - 31 ecessscee + 0,3V F
Gate-Source- GS — Die MOS-Bauelemente sind erst unmittelbar vor ihrer Ver-
Spanpung < 100 A wendung aus der Herstellerverpackung bzw, der Alufolie
Gatestrom IGSS i, 5—- oy ¢ zu entnehmen, Die Beriihrung der Bauelementeanschlisse
Schwellspanpung UT Ay mit der Hand ist zu vermeiden.
arlustleistung Pog naix 225 mW 200 gzég:. 200 mwW Die Personen, die die Bauelemente verarbeiten, miissen

das gleiche Potential wie die Bauelemente selbst und
die Verarbeitungseinrichtungen haben. Bs ist deshalb

| zu vermeiden, dafl widhrend der Verarbeitung sich sta-
tisch aufladende Textilien (2z.B. Dederomkittel) getragen

_ werden, bzw, sind keine Gegenstind
o T S — U, =-=273,V ’ 4 ande aus hochisollierendem
Material zu verwenden.

2¢26D0 MOS~Sc hﬂltkrﬂiﬂﬂ
T ——————————

B == :-10:2 ¢ -~ Fiir die Lbtarbeiten wird ein Miniaturlstkolben ( 6V, 12V
| oder 24 V) empfohlen, der mit einem Trafo betrieben
Ausgapgsspannung "L" i Ua.l. 5 e RV werden sollte, dessen Sekunddrwicklung galvanisch vom
nyge . Ua.H > =27V Netz getrennt ist, Beim Einsatz der BE ist darauf zu
achten, dafl keine Zug-, Torsions- und Blegebeanspru-
Eingangsreststrom I, < 100 pA chungen der Anschlilsse, die auf die Gehdusedurchfilhrungen

wirken, auftreten.

uyrengwerte:
. Schaltungshinweise fir p-Kanal-MOS Schaltkreilse
Rtri.hﬂ!p“nuns'n : U1 , Uz o o 31 v ees + 0, 3 v ‘i =======:§IIIII;=IIIIIHIEHEIIIII=II=H====llﬂllll
ingan ‘ — Unbenutzte Eingénge in der Schaltung sind grundsdtzlich
- g.aﬁmm : U = = 25V 00 + 0!3 v

. an einen definierten Logikpegel ("L" od. "H") zu legen,
da sonst durch statisohe Aufladungen der Einginge eine

Stérung des logischen Funktionsverhaltens des Schalt-
kreises auftreten kann.
” I - Einglinge, die im Betrie befall meitweise offen bleiben

(z.B. bei dexr Verwendung von Tastaturen), sind uUber Wider-
stinde 500 kQ absuschliefSen. Durch susitsliche Dimn..

: xtnnen die Binginge vor Uberspannungen gesohltst we

-




- Die zum Sohutz der Eingdnge gegen Zerstorung durch
statische Aufladungen integrierten Sohutzdioden dirfen
nicht fir schaltungstechnische Zwecke (z.B. als Begrenzer)

verwendet werden.

~ Die ausgangsseitige Parallelschaltung von Schaltkreisen
ist nicht zuldssig, aufer bel Typen mit Eintransistor-
Ausgangsstufen (U 700 D)o

— Der mit dem Bulk verbupdene Anschlull muB sich stets auf
dem positivsten Potential des Schaltkreises befinden,
d.h. kein Punkt der integrierten Schaltung darf, auch
nicht kurzzeitig, positiv gegeniiber dem Bulk werden.

- Mit "i,v" (innere Verbindung) bezeichnete Gehduseanschlils—-
se diirfen auf keipen Fall beschaltet werden.

5, logische Schaltbilder und Anschlufbelegungen

Bezeichnung der AnschluBkontakte: )
31, U2 Betriebsspannungen
: D Drain
S Source
: a LG Gate
- B Bulk
o R e Eingang

a Ausgang
| Setzeingang
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thaltungabaiapial mit dem MOS-Schaltkreis U 112 D

L 13—+ 3 3 2L . i
= S35 4 & § = Ses =====:====-===-====----------

.. SA U
L7 66
Uss E 57 ."D . 77 75 Der Schaltkreis U 112 D ist ein bindrer Frequenzteiler mit
28

sieben 2 : 1-Teilerstufen in p~Kanal-MOS-Hochvoltteohnik.
Exr ist vorzugsweise fiir den Einsatz 4in elektronischen Tasten-
Musikinstrumenten vorgesehen, Die universellen Eigenschaften

| des U 112 D erm6glichen darilber hinaus den Einsatz als Fre-
U 8200 | quenzteliler in Digitaluhren sowie {ibex Rickfilhrungen die

Realislerung von Teilern mit vorgegebenen Teilerverhdltnis-

S81,
¢
Eln Schaltkredis U 112 D enthilt drei voneinandey unavhangige
Tellerstufen mit getrennten Ein~ und Ausgingen und jeweils
. 2] |3 4 5] 18] 7 8 El 5 0 12 2 einem Tellerverhdltnis 2:1, Viar weitere T il T J

P Dy D2 D D« Os D¢ D7 Dg ODg Dio On Voo - - » 1l I ellerstufen sind
paarwelse gu zwel Tellerkombinpationen mit je einem Eingang
und zwel Ausgingen fUr 2:1 und 4:1 geteilte Signale zZusam—

v mengefaft. Alle Tellerstufen kinmen direkt in beliebiger
Reihenfoclge ohne zusitzlichs Bauslemente zu einer Teillsr-
- kette zusammengestellt werden,
Bezeichnung der Anschlisse:

Technische Daten

1 cP Takt e ———————

2 KP Eingabe Der Richtwert filr die obere Grenzfrequenz betrigt ca. 100 kiz
3 D1 _ ' bei einer Lastkapazitlt C; = 60 pF. Die maximal zulissige
- : Digitalausgénge zur Steuerung Lastkapazitit betrigt 10 nF.

. . der Zahlenein~ und ausgabe

13 D11 = Bei einem Ausgangsstrom von 15 mA betrigt der I-Pegel der

14 U Drainspoianspannung | Ausgangsspannung > 9 V. Daraus resultiert ein minimaler
| DU Lastwiderstand von 6 k. Die Ausgangsspannung ist rechteck-

15 UGG Gatespeisespannung firmig.

16 _ _ =1 408 T
: A fus ghbnt-Ausgiige - Der U 112 D ist mit den MOS-Schaltkreisen U 101 D bis U 108 D
* . lkompatibel.

23 o (Zahlenausgabe) ‘ | sowie U 311 D und 352 D signalkompa

g ;::’ innere Verbindung ; Anwendung des U 112 D als Frequensteiler in

2 B o slektronisohen Tastep-Musikinstrumenten

26 © N Eingabe : Der U 112 D bietet insbesondere beim Einsatz in iﬁ* R
27 Lo . schen Tutn—lmﬂinatmnnttn tn‘t-oho:mtﬁl_} _‘M o
e Uss Sourcespeisespannung : 3 Uber den bisher mit diskreten Bauelementen B




< insgesamt 7
gin U 112 D ersetzt hier insgesamt 77

en.
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Tasten-lnstrumaptes und
g 142 D in das Geritesystem.

Bild

-

die Einordnung des

Muttergenerator

12 Tone der
hochsten Oktave

Frequenzteilerstufen
12x U 1120 .
fe=—S

lastensystemn

Klangformung

Ausgehend von diesenm System eines elektronischen Tasten-
Musikinstrumentes werden die Frequenzen der hchaten Oktave
von 12 autonom Schwingenden 1C-0Oszillatoren erzeugt,

Alle weiteren filr den gewinschten Tonumfang erforderlichen
Frequenzen werden mittels fortgesetater Frequenzteilung durch
den Divisor zwei aus der hochsten Oktave abgeleitet. Dement-

Sprechend wird jedem 1C-0szillator ein Sohaltkreis U 112 »
suieordnet.

Zur Erzeugung des gesamten Frequenzspektrums eines S-oktavigen

Tasten-Instrumentes sind 12 Stlck Schaltkreise U 112 D erforder-
lich., Bei Instrumenten mit elnem geringsren Oktavumfang werden
fur einen Grundton nicht alle Tellerstufen eines U 112 D benbtigt.
Die freibleibenden Teilerstufen werden dann zur Oktaverzeugung
eines anderen Grundtones verwendet. Die somit stindig zur Ver-

fligung stehenden rechteckformigen Tonfrequenzen werden dem Tasten-
system zugefithrt. (s.Bild 2)

nderung des Frequenzspektrums der Ausgangsspannung mit
Hilfe von RC-Gliedern.

Bel ohmscher Belastung der Ausginge des U 112 D entstehen
an den Ausgidngen Rechteckspannungen. Dem Frequenzspektrum
der Rechteokspannungen fehlen die geéradzahligen Harmonischen
und schranken die MUglichkeiten der Klangformung ein. Durch

eine einfache &ulere Beschaltung der Ausginge mit RC-Gliedern

.ktmnen sidgezahnformige Ausgangsspannungen erzeugt werden, in

denen die geradzahligen Harmonischen enthalten sind.
Eine Schaltung, bei der die guten Eigenschaften des U 112 D
zum Ausdruck kommen, zeigt Bild 3.

Man nutzt die hohe Ausgangsspannung und den kleinen m’luai—_-__
geén Ausgangswiderstand der einzelnen Teilerstufen aus, um mit
Hilfe einer RC-Kombipation parallel zum Lastwiderstand eine

sdgezahnidhnliche Ausgangsspannung su l.rnn-g_tp. Zum Sut@t; .dua
Frequenzteilers werden die Ausgiinge Uber Dioden von den Rﬁ-
Netzwerken getrennt. Der Ausgangsstrom der Tellhrature '!m
dureh einen thutnidq:ﬂttnd Rs-. in Reihe mloudtmtﬁrﬁhl
begrenst. '










